Nanochip: LVS, ERC y extraccion de parasitos
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RESUMEN

El trabajo aborda la verificacion de reglas eléctricas (ERC), layout versus schematic (LVS) y
extraccion parasita en circuitos integrados. Utilizando herramientas como IC Compiler I, IC
Validator y StarRC. Se disenaron circuitos que van desde compuertas NOT hasta el complejo "El
Gran Jaguar". Aunque se planed trabajar con tecnologia de 65 nm, por el proceso i _
administrativo con IMEC y TSMC se optd por la tecnologia de 180 nm. La extraccién de
resistencias parasitas se limitd a tres circuitos pequenos debido a la complejidad , y el deck TN i
para simulaciones en HSpice solo es funcional eliminando las resistencias y capacitores N |
parasitos. Se propone automatizar el proceso mediante scripts y optimizar la creacidon de

celdas, mejorando la eficiencia y reduciendo errores. El desarrollo de este tipo de proyectos s s
resulta crucial en el panorama tecnologico actual, ya que los nanochips representan un avance =
significativo en la creacion de dispositivos mas pequenos, rapidos Yy eficientes
energeticamente, con aplicaciones que abarcan desde la electrénica de consumo hasta la
investigacion cientifica avanzada.
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Documentar el flujo de disefio relacionado con LVS,
ERC y extraccion pardsita como guia de referencia. Se realizaron pruebas de LVS en seis circuitos diferentes, desarrolladores.

logrando resultados exitosos en todos ellos, lo que
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"Disefno de un circuito integrado con tecnologia de 180
nm usando librerias de diseno de TSMC: uso avanzado

(StarRC) generado solo fue simulable tras eliminar las resistencias y de StarRC para la generacién de un archivo HSPICE
capacitancias parasitas, lo que limito el analisis completo . .
del disefo con componentes parasitos para su correcta

Se realizd la extraccion de parasitos en tres circuitos,
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